Enoncés ' Cours 5

Exercicel

Lagrilleest alamase; Ves= Rslp.

En exprimant les courants en mA (et lesrésstances en kW), on a:

Ip = 4.(1—1p/2)2 On en déduit Ip = 1 mA. La chute de tension dans larésistance de drain est
4,7V. Lepotentied de sourceest — 1V et cdui dudranest—5,3 V.

Exercice2
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Ves=—Rslp.Donc: I, =144 1- =510 1+ - R,
Veo 4

Pour Rs=100 W: 12,5.1p2—1,5.1p +5.10° =0
Le point de fonctionnement est donc : Ip = 344 mMA ; Ves=-0,34 V
Pour Rs=1000 W 1250.1p2— 6.1 +5.10 3 =0;
Le point de fonctionnement et donc : Ip = 1,06 MA ; Ves=—-1V
Silp=2mA,ona:2=51-Ved2)? dont lasolution est Vegs=—0,735V.
Lavdeur de larésistance de source est : 367 W.

Exercice 3

S on né&glige le courant base, lavaleur du potentie de base et :

Vg = VDD.R2/(R1 + Rz) =9,6V.

Le potentiel d émetteur est donc 9,6 — 0,6 = 9 V. Le courant d’ émetteur qui est auss le
courant drain du FET vaut : 9/10* = 0,9 mA. Le potentiel du drain et :

VD = VDD - RD-'D = 22,6 V.

Le potentiel de grille est égd au potentie de base (courant grille négligegble).

Le potentiel delasourceest Vs=Vg—Ves=9,6+2=116V.

Exercice 4
SV, Avec découplage
- Lasource et alamase : Ves = VE
g% Vs:—RD.iD :—S.VGSRD.
Ve R, RU|:| Le gain en tensgon est donc :
W E. v Ay=-sRp=-6,6.
T Sans découplage

On obtient le schéma équivalent ci-contre.
VE = Ves+ Vau = Ves+ Rsip = Vg1 + SRy
Ay=-sRp/(1+sRg=-2.2.

Exercice 5
| 2
CommeVges=—-Rslp, I, :12.10‘3(1- %) .Ontirelp » 5mA.

Le potentiel dela source et donc : 270.0,005 = 1,35 V. Lachute de tenson dans la résistance
dedrain est 1800.0,005=9 V. Lepotentiel dudrainest 6 V.

Larésistance de sortieest Rs= Rp // Ry = 1,56 kW.

Latenson de sortieest : Vs = — Rsip = — S.VeRs

Ves = VE.RE/(Rg + Ro) » Ve.
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Legain entendgon et voisn de— 3,3.

Exercice 6
Ves= Vam + VMs= VE — Vs Rp.io = hi1.i = Ro(S.\Ves—1)
_ Ry
i= SVgs
hll + IQD
e Vs= RqsSves+ bi} = R| 1+ bRy SV
SVes 12 > h,+R, o
N, 'Y, L’ unité est négligesble devant I autre terme de la
Ry R, parenthese.

TVE T R'z T Vg
lo

v » SR, b.R, (Ve' Vs) b v, 1+sb.RD.RS :VE.sb.RD.RS
1 + I:QD hll + I:\)D hll + FQD

Leganentenson est donc égd al—e.

L’ impédance d entrée est larésistance de grille soit 2 MW.
Pour |'impédance de sortie, on utilise:

Zs= vravliscc . (tensgon avide)/(courant en cc). Quand la sortie est en cc et comme le gain est
+1, Viavy = VE. Sivs=0alorsvas = Ve .

bicc= S.VE.b.RD/(h]_]_ + RD) iscc = bicc + S.VE = S.\VE {1 + bRD/(h]_l + RD)}

:M » 2’5W
sh.R,

C’est un montage adaptateur d’ impédance de gain unité.

Exercice 7

Le premier élage est un drain commun. Ve = Vep = Vs + Voo = Vg1 + S.Ry).
Latenson de sortieest : vis= + S.Rs Vs

Legain entenson vaut donc : Ay = S.Rs/(1 + s.Rg) = Rs/(Rs+ 1/s) = 0,45.
Lecircuit de sortie du premier éage est équivaent aun générateur de tenson éga aAy.ve en
srieavec {Rs// 1/s}.

Le second éage est un émetteur commun avec découplage.

Songainest —b.Rc/hy1.

Pour déerminer hy1, on utiliselardation: hyy = 26.b/lc.

Le potentiel debase et E.Ry/(R; + Ry) =5 V. Le potentiel d’ émetteur est 4,4 V.
Le courant collecteur vaut 4,4/5.10° = 0,88 mA.

Ontirehyy » 4400 W.

Le gain du second éage est donc : — 5000.150/4400 = — 170.

Gain en tensgon du montage : — 170.0,45 = - 77.
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